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Gegenwartig kommt es vor allem darauf an,
geeignete SMD-Bauformen zu realisieren.
Die zweite Etappe wird dadurch gekenn-
zeichnet sein, daR die Kennwerte und die
Qualitats- und Zuverldssigkeitsparameter
verbessert werden. Zur Substitution der be-
drahteten Kondensatoren fiir die Leiterplat-
tenbestiickung ist vor allem noch bei den
elektrischen Nennparametern ein Nachhole-
bedarf vorhanden. Die Darstellungen der ver-
fligbaren Nennkapazitits-Nennspannungs-
Bereiche (Cy, Uy) der wichtigsten Kondensa-
torgruppen in den Bildern 8 und 9 sollen das
unterstreichen. Auch bei den Verarbeitungs-
méglichkeiten (Design, Verdrahtungstrager-
kompatibilitat, Bestiickungsparameter, Stan-
dardisierung) sind Fortschritte notwendig.
Erst die dritte Entwicklungsetappe wird im
eigentlichen Sinne der Verbesserung der
Schaltungseigenschaften, insbesondere im
Nieder- und Mittelfrequenzbereich, gelten.
Dessen ungeachtet waren schon allein die ra-
dikale Miniaturisierung und der Wegfall der
Anschluldréhte bei Einfihrung der SMD-
Technik fur die Anwender von HF-, Impuls-
und schnellen Logikschaltkreisen von Nut-
zen (betréchtliche Reduzierung parasitéarer
Bahnwiderstande, Kapazitaten und Induktivi-
téten). Viele Anwendungsbereiche, z.B. die
Kraftfahrzeugtechnik, die Medizinelektronik
und die Sensortechnik, sind so durch verrin-
gerte Abmessungen, erhéhte Funktionskom-
plexitat, gréBere Robustheit der Baugruppen
und Module entscheidend verbessert wor-
den.

Als wesentliche Komponenten der Kosten-
einsparung, auch trotz gegenwartig noch hé-

herer SMD-Preise, sind die Verkleinerung
und Verringerung der Durchfiihrungen und
Lagen bei Verdrahtungstriagern, die verrin-
gerten produktionsvorbereitenden Bestiik-
kungs- und Reparaturaufwendungen, die
Einsparungen durch kleinere Gehiuse, weni-
ger Steckverbinder und reduzierte Montage-
kapazitaten durch die Praxis akzeptiert. Man
muR sich allerdings dariiber im kiaren sein,
dal® die positiven Kostenfaktoren im allge-
meinen erst dann voll zur Geltung kommen,
wenn zur Automatisierung und zur rechner-
gestutzten K GroBserienfertigung, auch im
SMD-Herstellerbereich, Ubergegangen
wird.

4. Zum L6ten aus geometrischer Sicht

In der SMD-Technologie besteht ein viel en-
gerer Zusammenhang zwischen den geome-
trischen Parametern der Bauelemente und
den Entwurfsregeln fiir Leiterplatten, inte-
grierte Schaltkreise und Gehause, als das
bisher der Fall gewesen ist. Deshalb mufR
sich der Anwender méglichst friihzeitig mit
den Fragen der geometrischen Kompatibili-
tat von Bauelement, Verdrahtungstriager und
Bestlickungssystem beschéftigen. Eine be-
sondere Bedeutung kommt den Problemen
der Toleranzen zu. Man muR sich jedoch
auch mit den Fragen der Form und Anord-
nung des Layout und der Positionierung, der
Masse des Bauelementes und der Dosierung
von Hilfsmitteln (Kleber, FluBmittel, Lot) aus-
einandersetzen.

Nach Bild 10a sitzt das normal kieberfixierte
Bauelement mit seinen Anschliissen direkt
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Bild 10: Normale und fehlerhafte Kleberfixierung.
a) Normal; b) Kleberfehiposition; c) Kleberiiber-
dosierung

auf den Lotpads (Lotaugen). Bei falscher Po-
sitionierung bzw. Uberdosierung des Kle-
bers kdnnen zwischen Anschliissen und L6t-
augen Spalten auftreten, die das spaterzuge-
flihrte Lot nicht mehr Gberbriicken kann. Es
liegt eine Unterbrechung vor. Es ist jedoch
auch bei normaler Kleberfixierung ein Kapil-
larspalt wegen der endlichen Oberflichen-
rauhigkeit und -porositat vorhanden, in den
das Lot eindringen soll. Dazu benétigt es
aber die entsprechende Konstitution und
Zeit. Um gute Lotverbindungen zu erzielen,
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